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量子ドットは、ナノサイズの粒径により生じる離散的な準位間の遷移に起因して、高色純度の

発光が得られる半導体微粒子であり、広色域ディスプレイへの応用が期待されている。これまで、

主に高効率かつ高色純度の発光が得られる Cd系量子ドットが用いられていたが、Cdの毒性が問

題視され、その代替となる低毒性量子ドットの研究が進められている。低毒性量子ドットの候補

として、CuInS や AgInS などの多元素系材料が研究されているが、多元系量子ドットは、スペク

トル幅の広い欠陥発光しか得られず、高色純度発光には適さないと考えられていた。これに対し、

近年、AgInS 量子ドットよりスペクトル幅の狭いバンド端発光が得られることが報告された[1]。

今回、我々は緑色のバンド端発光を示す AgInGaS (AIGS) 量子ドット[2] を用いて EL素子を試作

し、AIGS量子ドット EL素子からの EL発光を得た。 

Fig.1に試作した EL素子の構造を、Fig.2に AIGS量子ドット分散液の PLおよび AIGS量子ド

ット EL素子の ELスペクトルを示す。AIGS量子ドットのクロロホルム分散液は、バンド端発光

を主成分とする緑色 PL発光（ピーク波長 537 nm、半値幅 35 nm）を示した。発光層に AIGS量子

ドットを用いた EL素子の ELスペクトルは PLスペクトルと比べて欠陥発光が増加していること

がわかった。これは、量子ドットの価電子帯/伝導帯への電荷注入に加えて、欠陥準位への電荷注

入も起こっているためであると考えられる。そこで、欠陥準位へのダイレクトな電荷注入を抑え

るため、量子ドットよりもバンドギャップの大きい電子輸送材料（3TPYMB）を混合して発光層

を成膜したところ、EL スペクトル

における欠陥発光を抑制すること

ができた。 
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